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与阳极压力敏感膜的对准精度应控制在几微米以 内 这么高的对准精度要借助于显微镜才

能实现
,

因而要求封装系统带有高精度的对准装置
“

阴极 一敏感薄膜复合
”

结构的提出
,

可以解决这个困难
。

图 为
“

阴极 一敏感薄膜复合
”

结构 压力传感器的结构示意图
,

其特点是 阴极

发射尖锥直接做在压力敏感膜上
,

即阴极与压力敏感膜合为一体
,

这样压力敏感膜与场发射

阵列的对准由光刻工艺很容易实现
,

使封装时对准精度要求降为几十微米至几百微米
,

简化

了封装工艺
,

有利于提高传感器封装成功率
。

新型结构压力传感器的制备
新型结构压力传感器的制备主要包括

“

阴极 一敏感薄膜复合
”

结构的制备和阴阳极键合

封装两个步骤
。

“

阴极 一敏感薄膜复合体
”

的制备 阴极可以采用类金刚石碳等发射薄膜
,

也可以采

用尖锥场发射阵列
,

本文作者制作了硅尖锥发射阵列
“

阴极 一敏感膜复合
”

的结构
,

其扫描

电镜 照片如图 所示
,

制作方法如下
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压 力敏感膜 发射尖锥 真空 腔

硅敏感薄膜的压力特性研 究

压力敏感膜的形变特性和 阴极的发射特性决定了真空微电子压力传感器的灵敏度
,

作
者曾对 压力传感器的阴极发射电流进行过计算机模拟 ’

,

本文对敏感薄膜形变进行

了计算机模拟计算 计算模型所采用的结构参数为 膜厚 二 拼
,

膜宽 拼

物理参数为 晶面的弹性模量
,

泊松 比为 。

在对薄膜形变的数值计算中
,

采用了清华大学力学系编制的有限元法计算软件
,

提取薄

膜中心最大的形变量
,

其结果见图 和图 图 为不同膜厚时薄膜中心的形变量 与压
力 的关系

,

其规律近似有 二 图 是不同膜宽时薄膜中心的形变量 与压力

的关系
,

其规律近似有 二 砂 图 为薄膜在单位压强下形变后的形状
,

图中 轴代表形

变量
,

在 一个大气压 下
,

厚 拼 边长 叩 的方形薄膜
,

其中心形变最

大
,

为 拼 图 为 一个大气压 下膜上的应力分布情况
,

图中数值是对

外加压力 归一后的值
,

各种灰度值表示不同大小的应力
,

由图可见
,

方形薄膜上的应力分布

不均匀
,

其四个边的 中部所受应力最大
,

如果采用 圆形薄膜将得到均匀的应力分布
。

为节省

实验费用
,

本文作者在实验研究中采用了方形薄膜
。
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结 论

作者提出了
“

阴极 一敏感薄膜复合
”

结构的真空微电子压力传感器
,

这种结构有利于简

化封装工艺
,

提高传感器的封装成功率 利用半导体工艺技术实现了
“

阴极 一敏感薄膜复合
”

结构的制作 利用有限元计算软件对硅薄膜的形变进行了计算机模拟计算
,

讨论了薄膜结构

参数对其敏感特性的影响
。
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